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Abstract (en)
[origin: WO8704300A1] A procedure for manufacturing a piezoresistive resistance element (35). In the procedure, on an insulator substrate (20) is
produced in chemical gas phase growing (CVD) a piezoresistive resistance element, or elements, (35). The resistance element, or elements, (35)
is/are grown on a monocrystal insulator substrate (20) by laser gas phase growing (LCVD) in such manner that as resistance element is produced,
from the growing gas, a semiconductor strip or configuration which is monocrystalline in its main parts and which has a given crystal orientation
determined by the insulator substrate (20). The insulator substrate (20) and the laser beam (LB) ''tracing'' the resistance element configuration
(35) are moved in relation to each other in order to grow the desired resistance configuration. In addition is disclosed a pressure of force pick-up
manufactured by the procedure and/or apparatus of the invention, comprising a resistance configuration (35) produced on an artificial sapphire
film (20) or another equivalent insulating material substrate by laser gas phase growing (LCVD). The resistance configuration is composed of
monocrystal silicon strips (28) or equivalent semiconductor strips, of which the orientation is determined by the insulator substrate.

Abstract (fr)
Procédé de fabrication d'un élément de résistance piézorésistive (5), consistant à produire l'élément ou les éléments de résistance piézorésistive
sur un substrat d'isolant (20) par croissance chimique à phase gazeuse (CVD). L'élément ou les éléments de résistance (35) et/sont réalisés sur un
substrat isolant monocristal (20) par la technique de croissance à laser en phase gazeuse (LCVD) de manière à produire dans le gaz de croissance,
comme élément de résistance, une bande de semiconducteur ou une configuration qui est monocristalline dans ses parties principales et qui
possède l'orientation d'un cristal donné, qui est définie par le substrat isolant (20). Le substrat isolant (20) et le faisceau laser (LB) qui reproduisent
la configuration (65) de l'élément de résistance sont déplacés l'un par rapport à l'autre afin d'obtenir la configuration de la résistance souhaitée.
De plus on décrit un détecteur de pression ou de force fabriqué par ce procédé et/ou par l'appareil de l'invention, comportant une configuration
de résistance (35) réalisée sur une pellicule artificielle de saphir (20) ou sur un autre substrat isolant équivalent par croissance à laser en phase
gazeuse. La configuration de résistance est composée de bandes de silicium à monocristaux (28) ou de bandes équivalentes de semiconducteur,
dont l'orientation est déterminée par le substrat isolant.
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